Verwendung: Schneller Silizium-npn-Planar-
Epitaxie-Schalttransistor fiir Logikschaitun-
gen bei Umgebungstemperaturen #a von
-40°C bis +125°C

SS 106

Abmessungen: Bauform A 3/15 — 3o,
TGL 11 811

Kollektor am Gehduse
Masse = 0,5 g

Zulassige Hochstwerte - gliltig bis #jmax

Ucgo = 25V Ptot 300 mW
Uceo = 15V heiflg = 25 oC
Uego = SV ) = 175 oC
r
le = 200 mA Oa =1250oC Wirmewiderstand Rthja = 500 E'W—
rd
Kennwerte fir #a = 25°C -5 grd Rihje = 150 %.‘,
:' | . Strom-
Min. Typ ] Max. MeBbedingungen 'u;::trgrkungs-
gruppen
Reststrome
Iceo 10 nA ‘ 50nA | UcB =15V
Durchbruchspannungen
U(er)cBO = 25 V 5 V lc = 10 pA
U(BR) ceo . 15 V 35 Vv lc = 5 mA
U{er)eeo! 5V 75V Il = 10 pA
Séttigungsspannung
UcEsat 1025V |05V | lc=10mA, Iz =1 mA |
UBEsat 0,85V lc =10mA, I = 1 mA !
Ubergangsfrequenz
fr 200 MHz| 450 MHz Uce = 10V, lc = 10 mA,
' ' f =100 MHz
Ausgangskapazitat
C22p | 2,8 pF iSpF ' Uce =10V, [g=0, f = 2 MHz
Gleichstromverstarkung
B 18 35 Uce =1V, Ic = 10 mA A
28 '. 71 B
. 56 . ' 140 C
112 | | 280 D
224 | 560 E
|

15%



SS 106

St -
Min. | Typ Max. MeBbedingungen | mrr':tnérkungs-
— . gruppen
Schaltzeiten
ton ' 15 ns 40 ns le =10 mA, IB1 = 3 mA, i
! RL= 2700, .Is2 = 1,5 mA
toff 1 35 ns 75 ns |

Bestellbeispiel Fiir einen Transistor
der Stromverstdrkungsgruppe C

152

Transistor SS 106 C





